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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公開番号】特開2019-110160(P2019-110160A)
【公開日】令和1年7月4日(2019.7.4)
【年通号数】公開・登録公報2019-026
【出願番号】特願2017-240816(P2017-240816)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  29/417    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｓ
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   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｐ
   Ｈ０１Ｌ   29/44     　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｌ   29/50     　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月10日(2020.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　図１（ａ）、図１（ｂ）及び図５は、実施形態に係る半導体装置を例示する模式的平面
図である。　
　図２～図４は、実施形態に係る半導体装置を例示する模式的断面図である。　
　図２は、図１（ｂ）のＡ１－Ａ２線断面図である。図３は、図１（ｂ）のＢ１－Ｂ２線
断面図である。図４は、図１（ｂ）のＣ１－Ｃ２線断面図である。図１（ａ）、図１（ｂ
）及び図５は、図２～図４の矢印ＡＡから見た平面図である。図１（ａ）及び図５は、一
部の要素を省略した平面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第４部分ｐ４は、第２方向Ｄ２に沿う。第４部分ｐ４は、例えば、第２方向Ｄ２に沿っ
て延びる。第３部分ｐ３から第４部分ｐ４への方向は、第２方向Ｄ２と交差する。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　第１部分ｐ１は、第３部分ｐ３及び第６部分ｐ６と連続する。第３部分ｐ３は、第１部
分ｐ１及び第５部分ｐ５と連続する。第５部分ｐ５は、第３部分ｐ３及び第２部分ｐ２と
連続する。第４部分ｐ４は、第２部分ｐ２及び第６部分ｐ６と連続する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　図４に示すように、第７部分領域ｐｒ７は、第４方向Ｄ４（例えば、Ｚ軸方向）におい
て、第３部分領域ｐｒ３と第６部分領域ｐｒ６との間に位置する。第８部分領域ｐｒ８は
、第４方向Ｄ４において、第２部分領域ｐｒ２と第１導電領域ｃｒ１との間に位置する。
第９部分領域ｐｒ９は、第７部分領域ｐｒ７と第８部分領域ｐｒ８との間に位置する。第
９部分領域ｐｒ９は、第７部分領域ｐｒ７を第８部分領域ｐｒ８と接続する。第９部分領
域ｐｒ９は、第８部分領域ｐｒ８と連続している。第９部分領域ｐｒ９は、Ｙ軸方向にお
いて、第１導電領域ｃｒ１と第３部分領域ｐｒ３との間に位置する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　第８部分領域ｐｒ８は、第１導電領域ｃｒ１と電気的に接続される。第１０部分領域ｐ
ｒ１０は、第１延在領域ｅｒ１と電気的に接続される。これらの電気的な接続は、例えば
、第４半導体領域１４を介して行われる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図４に示すように、例えば、第４半導体領域１４は、第１１部分領域ｐｒ１１を含む。
第１１部分領域ｐｒ１１は、第４方向Ｄ４（例えば、Ｚ軸方向）において、第８部分領域
ｐｒ８（第３半導体領域１３の一部）と、第１導電領域ｃｒ１と、の間に位置する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　例えば、図４に示すように、絶縁部３１の一部は、第４方向Ｄ４において、第１部分領
域ｐｒ１と第１部分ｐ１（第１導電部ｃｐ１）との間に設けられる。絶縁部３１の別の一
部は、Ｙ軸方向において、第３部分領域ｐｒ３（第１半導体領域１１）と第１部分ｐ１と
の間に設けられる。絶縁部３１の別の一部は、Ｙ軸方向において、第７部分領域ｐｒ７（
第３半導体領域１３）と第１部分ｐ１との間に設けられる。絶縁部３１の別の一部は、Ｙ
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軸方向において、第６部分領域ｐｒ６（第２半導体領域１２）と第１部分ｐ１との間に設
けられる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　図２及び図３に示すように、第６半導体領域１６及び第７半導体領域１７がさらに設け
られても良い。第６半導体領域１６は、第１半導体領域１１と電極５２との間に位置する
。第７半導体領域１７は、第５半導体領域１６と電極５２との間に位置する。第６半導体
領域１６は、第１導電形（例えば、ｎ－形）である。第７半導体領域１７は、例えば、第
１導電形（例えば、ｎ＋形であり、例えば、ｎ＋基板）である。この場合、半導体装置１
１０は、例えば、ＭＯＳ型トランジスタとして機能する。第７半導体領域１７は、第２導
電形（例えば、ｐ＋形であり、例えばｐ＋基板）でも良い。この場合、半導体装置１１０
は、例えば、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）として機能する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　一方、第２参考例においては、最外周において、ゲートトレンチを囲むように、線状の
コンタクトトレンチが設けられる。この線状のコンタクトトレンチは、例えば、図１（ａ
）に例示するＹ軸方向に沿って延びる。この線状のコンタクトトレンチは、活性部ＡＰと
周辺部ＰＰとを分断する。この第２参考例においては、ゲートトレンチが線状のコンタク
トトレンチに囲まれるため、高い耐圧が得られると考えられる。しかしながら、この第２
参考例においては、線状のコンタクトトレンチが設けられるため、ゲートトレンチに設け
られた第１導電部ｃｐ１（ゲート）の周辺部ＰＰへの接続が困難である。この第２参考例
において、第１導電部ｃｐ１の周辺部ＰＰへの接続を行う場合には、線状のコンタクト領
域のｐ＋領域（例えば第３半導体領域１３など）への接続場所が遠くなり、スイッチング
特性が劣化する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　図３に示すように、第１延在領域ｅｒ１は、第１２部分領域ｐｒ１２と接する領域ｅｒ
ｒ１を含む。第１２部分領域ｐｒ１２と接するこの領域ｅｒｒ１と、第１部分ｐ１と、の
間の第１方向Ｄ１（例えばＸ軸方向）に沿う距離を距離ｄ１とする。実施形態において、
距離ｄ１は、例えば、第１部分長さＬｐ１の１倍以上５倍以下である。これにより、例え
ば、ゲート電極とソース電極と間の良好な絶縁性を確保することができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　図１（ａ）に示すように、第２導電領域ｃｒ２がさらに設けられる。第２導電領域ｃｒ
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２は、第１導電領域ｃｒ１及び第１延在領域ｅｒ１と電気的に接続される。第２導電領域
ｃｒ２は、第１導電層５１の一部である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　図６～図８は、実施形態に係る別の半導体装置を例示する模式的断面図である。　
　図６は、図１（ｂ）のＡ１－Ａ２線断面に対応する断面図である。図７は、図１（ｂ）
のＢ１－Ｂ２線断面図に対応する断面図である。図８は、図１（ｂ）のＣ１－Ｃ２線断面
に対応する断面図である。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　第５半導体領域１５は、第２導電形である。第５半導体領域１５は、例えば、ｐ＋形で
ある。第５半導体領域１５における第２導電形の不純物濃度は、第４半導体領域１４にお
ける第２導電形の不純物濃度と実施的に同じでも良い。


	header
	written-amendment

